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Fabrication and superconducting properties of FeSe epitaxial thin films on CaF2
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図 1:（上）CaF2基板上の FeSe薄膜
の直流電気抵抗率の温度依存性とそ
の磁場依存性．（下）格子定数及び Tc

の格子定数の比 c/a依存性．

鉄系超伝導体の中で最も単純な構造を持つ FeSe1−xTex

は，わずかな圧力印加により超伝導転移温度 Tcが急激に
上昇することから，薄膜材料として注目されている．その
母物質である FeSeは，圧力印加時の Tcが最適ドープであ
る FeSe0.5Te0.5と同程度またはそれ以上であることが報告
されており，高いTcを示す薄膜材料としてFeSe0.5Te0.5に
劣らない高いポテンシャルを有する．FeSe0.5Te0.5薄膜は，
面内方向に圧縮する歪みを導入することが可能で，そのと
きバルク単結晶よりも高い Tcを示す．一方 FeSe薄膜は，
FeSe0.5Te0.5で有効であった酸化物基板を用いても面内圧
縮方向の歪みの導入に成功した例はこれまでになく，バ
ルク単結晶を超える超伝導特性の薄膜は得られていない．
我々はこれまでの研究により FeSe0.5Te0.5では CaF2を基
板として用いると酸化物基板よりも強い面内圧縮歪みが
導入されることを突き止めた [1, 2]．そこで FeSeでも同
様の効果を期待し，パルスレーザー堆積法を用いて CaF2

基板上に FeSe薄膜を作製した．CaF2基板を使用すること
で FeSe薄膜に面内方向の圧縮歪みをかけることに初めて
成功し，超伝導転移温度の上昇を観測したので，本講演
ではその結果について報告したい．図 1（上）は CaF2基
板上の FeSe薄膜の直流電気抵抗率の温度依存性である．
11.4 K以下でゼロ抵抗を示す．この値はバルク単結晶の
T zero

c （∼ 8 K）よりも高い．薄膜の格子定数及び Tcを図 1

（下）にまとめる．バルク単結晶の a，c軸長（それぞれ
3.76 ∼ 3.77 Å, 5.50 ∼ 5.53 Å [3, 4]）と比較すると CaF2基
板上の FeSe薄膜は面内方向に強く圧縮され，面間方向に
伸長する．格子定数の比 c/aが大きいほど Tcが高くなる
傾向は FeSe0.5Te0.5と同じである．
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